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(57) Abstract: The invention relates to a thin-film assembly (1) comprising a substrate (2) and at least one electronic thin-film 
component (8) that has been applied to the substrate using thin-film technology. The substrate is equipped with a base electrode (4) 
that is provided with thin-film layers that form part of the thin-film component (8), in addition to an upper top electrode (9). The 
substrate (2) is configured as a printed circuit board that is known per se, comprising an insulation material base body (3) and a metal 
lining that acts as a conductor layer (5), the latter (5) forming the base electrode (4) and being polished for this purpose at least at 
the location of the thin-film component (8). A contact layer (18), created by thin-film technology, is provided between the polished, 
optionally reinforced conductor layer (5) and the thin-film layers of the thin-film component (8) that lie above said conductor layer, 
said contact layer being physically or chemically adsorbed on the surface of the base electrode (4). 

(57) Zusammenfassung: Diinnschichtanordnung (1) mit einem Substrat (2) und zumindest einem auf dem Substrat in Dunnschicht- 
technik aufgebrachten elektronischen Dunnschichtbauelement (8), wobei auf dem Substrat eine Grundelektrode (4) vorliegt, auf der 
zum Dunnschichtbauelement (8) gehorigen Dunnschichten einschliesslich einer oberen Deckelektrode (9) angeordnet sind; das Sub- 
strat 
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(2) ist durch eine an sich bekannte Leiterplatte mit einem Isoliermaterial-Grundkorper (3) und einer Metallkaschierung als Leiter- 
schicht (5) gebildet, wobei die Leiterschicht (5) die Grundelektrode (4) bildet und hierfur zumindest an der Stelle des Dunnschicht- 
bauelements (8) geglattet ist, und wobei zwischen der geglatteten, gegebenenfalls verstarkten Leiterschicht (5) und den daruber 
liegenden Dunnschichten des Dunnschichtbauelements (8) eine Kontaktschicht (18) in Dunnschichttechnik vorgesehen ist, welche 
auf der Oberflache der Grundelektrode (4) phy sikalisch bzw. chemisch adsorbiert isL 



